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Beschreibung 

Speicherschaltung mit einem Testmodus zum Schreiben von Test- 
da ten 



Die Erfindung betrifft eine Speicherschaltung mit einem Test- 
modus zum hochparallelen Schreiben von Testdaten in ein Spei- 
cherzellenf eld. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfah- 
ren zum Schreiben von Daten in eine Speicherschaltung. 

10 Dynamische Halbleiterspeicher (DRAM) weisen ein Speicherzel- 

lenfeld auf , bei dem Speicherzellen uber Wortleitungen und 
^ Bitleitungen adressierbar sind. Die Speicherzellen umfassen 

jeweils eine Speicherkapazitat , die durch die Aktivierung ei- 
ner Wortleitung mit der jeweiligen Bitleitung verbunden wird, 
15 so dass die Ladung der Kapazitat der entsprechenden Bitlei- 
tung hinzugefugt wird. Die Bitleitungen sind paarweise orga- 
nisiert, wobei durch Aktivieren einer Wortleitung nur eine 
Speicherkapazitat mit einer der beiden Bitleitungen des Bit- 
lei tungspaares verbunden wird. Dadurch entsteht eine geringe 
20 Ladungsdif f erenz zwischen den Bitleitungen des Bitleitungs- 
paares, die mit Hilfe eines primaren Ausleseverstarkers ver- 
starkt wird und einem sekundaren Ausleseverstarker zugefiihrt 
i wird. Dabei bilden mehrere primare Ausleseverstarker eine 



J Gruppe und sind jeweils tiber eine zugeordnete Schalteinrich- 
25 tung mit einem sekundaren Schreib-/Lesever starker verbunden. 
Beim Schreiben eines Datums wird je nach anliegender Schreib- 
adresse eine der Schalteinrichtungen aktiviert, um das an dem 
sekundaren Ausleseverstarker anliegende zu schreibende Datum 
auf das entsprechende Bitleitungspaar durchzuschalten. 

30 Dynamische Halbleiterspeicher (DRAM) mttssen nach ihrer Pro- 

duktion umfangreich gemaS vorgegebener Spezif ikationen getes- 
tet werden. Dazu werden Testdaten in das Speicherzellenf eld 
geschrieben und anschlieSend wieder ausgelesen. AnschlieSend 
werden die hineingeschriebenen und ausgelesenen Daten mitein- 

35 ander verglichen, um einen eventuellen Fehler f estzustellen. 
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Einige der Testablaufe verwenden sehr einfache Testmuster, 
bei denen im Wesentlichen das gleiche Datum in alle Speicher- 
adressen des Speicherzellenf eldes geschrieben werden. 

Das Schreiben wird ublicherweise nacheinander durchgefuhrt , 
5 d.h. die Speicheradressen werden nacheinander adressiert und 
beschrieben. Urn das Schreiben von Daten in die Speicheradres- 
sen zu beschleunigen, werden heutzutage die Testdaten fur den 
Test des DRAMs auf dem Chip z.B. in einer so genannten BIST- 
Schaltung (Built-in-Self -Test-Schaltung) generiert. Auch ist 
10 bekannt, bei Double-Datarate-DRAMs die Schreiblatenzzeit beim 
Schreiben von Testdaten zu verkiirzen. Dies ist moglich, wenn 
die Testdaten innerhalb der integrierten Schaltung bekannt 
sind, so dass nicht mehr die Zeit gewartet werden muss, in 
der normalerweise die Testdaten in die integrierte Schaltung 
15 eingelesen werden. Alle Ansatze, mit denen das Schreiben von 
Testdaten beschleunigt werden soil, verwenden den Standardda- 
tenpfad innerhalb der integrierten Schaltung, um die Testda- 
ten in die jeweilige Speicheradresse der integrierten Schal- 
tung zu schreiben. 

20 Ferner ist auch bekannt, dass beim Testen alle BSnke einer 
Speicherschaltung gleichzeitig beschrieben werden, um somit 
das Schreiben von Testdaten um einen Faktor entsprechend der 
Anzahl der Speicherbanke (Faktor 4 bei 4 Speicherbanken) zu 
erhohen . 

25 Trotz aller MaSnahmen zur Erhohung des Schreibens von Testda- 
ten benotigt der Vorgang eine erhebliche Testzeit, und stellt 
somit einen nicht zu vernachlassigenden Kostenfaktor bei dem 
Testen von Speicherchips dar. 



Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Speicher- 
30 schaltung zu schaffen, die schneller getestet werden kann. 

Weiterhin ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Ver- 
fahren zum Testen einer solchen Speicherschaltung zur Verfu- 
gung zu s tell en. 
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Diese Aufgabe wird durch die Speicherschaltung nach Anspruch 
1 sowie das Verfahren zum Schreiben von Testdaten nach An- 
spruch 4 gelost. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in 
5 den abhangigen Anspruchen angegeben. 

Gem&£ einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist eine 
Speicherschaltung mit einem Speicherzellenf eld vorgesehen. 
Das Speicherzellenf eld weist Speicherzellen auf , die uber 
Wortleitungen und Bitleitungen adressierbar und tiber Schreib- 
10 verstarker beschreibbar sind. Jeder der Schreibverstarker ist 
* mehreren Bitleitungen zugeordnet. Ein Datum ist gemaS einer 
Schreibadresse in eine Speicherzelle uber die adressierte 
Bitleitung mit Hilfe des zugeordneten Schreibverstarkers 
schreibbar. Erf indungsgemaS ist vorgesehen, dass eine Adress- 
15 decodierschaltung vorgesehen ist, urn zum Schreiben eines 

Testda turns mehrere der Schreibverstarker abhangig von einem 
Testmode signal gleichzeitig zu aktivieren, so dass die mehre- 
ren Schreibverstarker das anliegende Testdatum tiber die je- 
weils zugeordnete Bitleitungen schreiben. 

bo Die erf indungsgemafie Speicherschaltung ist also so gestaltet, 
1 um Testdaten gleichzeitig in mehrere Speicheradressen hinein- 
J zuschreiben. Dies ist insbesondere bei Testverf ahren sinn- 

voll, bei denen in die verschiedenen Speicheradressen jeweils 
das gleiche Testdatum geschrieben werden soil. Bei der erfin- 
25 dungsgemaSen Speicherschaltung wird genutzt, dass fur eine 
Gruppe von Bitleitungen jeweils ein Schreibverstarker zur 
Verftigung steht, wobei die Schreibverstarker unabhangig von- 
einander, d.h also auch gemeinsam, betrieben werden k6nnen. 

Somit ist es moglich, die Schreibverstarker gleichzeitig zu 
30 aktivieren, so dass ein auf dem Datenbus anliegendes Testda- 
tum an eine der jeweils zugeordneten, durch die Schreibadres- 
se bestimmte Bitleitung angelegt wird. 
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Vorzugsweise ist jeder der Schreibverstarker uber eine 
Schalteinrichtung mit den zugeordneten Bitleitungen verbind- 
bar, um das Testdatum an den aktivierten Schreibvers tar kern 
uber die durch die Schreibadresse adressierte Bitleitung in 
die adressierte Speicherzelle zu schreiben. Die Schaltein- 
richtung erhalt ublicherweise ebenfalls die Schreibadresse, 
um die Bitleitung der adressierten Speicherzelle mit dem 
Schreibverstarker zu verbinden. Vorzugsweise ist die Schalt- 
einrichtung jeweils so gestaltet, um abhangig von dem Test- 
modesignal den Schreibverstarker gleichzeitig mit mehreren 
zugeordneten Bitleitungen zu verbinden. 

GemaS einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist 
ein Verfahren zum Schreiben von Daten in eine Speicherschal- 
tung vorgesehen. Dabei werden Speicherzellen uber Wortleitun- 
gen und Bitleitungen adressiert und tiber Schreibverstarker 
beschrieben. Jeder der Schreibverstarker ist mehreren Bitlei- 
tungen zugeordnet ist, wobei ein Datum gemaS einer Schreibad- 
resse in eine Speicherzelle liber die adressierte Bitleitung 
mit Hilfe des zugeordneten Schreibverstarkers schreibbar ist. 
Zum Schreiben eines Testdatums werden mehrere der Schreibver- 
starker abhangig von einem Testmodesignal gleichzeitig akti- 
viert, so dass die mehreren Schreibverstarker das anliegende 
Testdatum uber die jeweils zugeordnete Bitleitungen schrei- 
ben. 

Es kann vorgesehen sein, dass die Schreibverstarker gleich- 
zeitig jeweils mit mehreren der zugeordneten Bitleitungen zum 
Schreiben des Testdatums verbunden werden. Auf diese Weise 
kann ein auf dem Datenbus anliegendes Testdatum auch in meh- 
rere Speicherzellen an Bitleitungen, die einem Schreibver- 
starker zugeoprdnet sind, geschrieben werden. 

Eine bevorzugte Ausfuhrungsf orm der Erfindung wird im Folgen- 
den anhand der beigefugten Zeichnungen naher erlautert. Es 
zeigen: 
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Fig. 1 schematisch den Aufbau eines Speicherzellenf eldes ge- 
maS dem Stand der Technik; und 

Fig. 2 einen Ausschnitt der Speicherschaltung gemaS einer be- 
vorzugten Ausfuhrungsf orm der Erfindung. 

5 In Fig. 1 ist ein Ausschnitt einer Speicherschaltung gema£ 
dem Stand der Technik dargestellt. Die Speicherschaltung 
weist zwei nebeneinander angeordnete Speicherzellenf elder 1 
auf, die Speicherzellen (nicht gezeigt) enthalten. Die Spei- 
cherzellen befinden sich an Kreuzung spunk ten von Wortleitun- 

10 gen 2 und Bitleitungen 3a, 3b und sind tiber diese adressier- 
bar. Zwei Speicherzellen sind beispielhaft durch einen ausge- 

^ fullten Kreis an den Kreuzungspunkten der ersten Wortleitung 
und ersten Bitleitung dargestellt. Die Wortleitungen 2 sind 
mit einem Wortleitungsdecoder 4 verbunden, um eine der Wort- 

15 leitungen 2 gemafi einer Wortleitungsadresse WA, die dem Wort- 
leitungsdecoder 4 bereitgestellt wird, zu aktivieren. Die 
Wortleitungsadresse WA stellt einen Teil einer Schreibadresse 
dar, die die Wortleitungsadresse WA und eine Bitleitungsad- 
resse BA umfasst. Zur besseren Ubersichtlichkeit sind in Fig. 

20 1 nur 4 Wortleitungen dargestellt, pro Speicherzellenf eld 1 
sind jedoch mehr als 4 Wortleitungen, ublicherweise mehrere 

\ Tausend Wortleitungen vorhanden. 

Die Bitleitungen 3a, 3b sind in Bitleitungspaaren 3 organi- 
siert, an deren einem Ende ein primarer Ausleseverstarker 5 
25 angeordnet ist. 

Wenn eine Wortleitung 2 aktiviert wird, so werden die Spei- 
cherkapazitaten der Speicherzellen mit jeweils einer der Bit- 
leitungen 3a, 3b eines Bitleitungspaares 3 verbunden. Es ent- 
steht jeweils ein geringer Ladungsunterschied auf den Bitlei- 
30 tungen 3a, 3b eines Bitleitungspaares 3, der durch den prima- 
ren Ausleseverstarker 5 verstarkt wird. 

Die Speicherschaltung weist Schreibverstarker 6 auf, die je- 
weils einer Gruppe von 8 Bitleitungspaaren 3 zugeordnet sind. 
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Jede Gruppe aus acht Bitleitungspaaren stellt ein y-Segment 
dar. Die Schreibverstarker 6 schreiben ein von Datenleitungen 
7 bereitgestelltes Datum uber die Bitleitungen 3a, 3b eines 
Bitleitungspaares 3. Die Bitleitungen 3a, 3b werden dazu je- 
5 weils uber eine Schalteinrichtung 8 mit dem zugehorigen 
Schreibverstarker 6 verbunden. 

Das Schreiben eines Datums in eine Speicheradresse erfolgt 
ublicherweise, indem zunachst ein Schreibverstarker 6 gesteu- 
ert durch einen Adressdecodierer 14 durch die zur Verfugung 

10 gestellte Bitleitungsadresse BA ausgewahlt wird und ein Datum 
von den Datenleitungen 7 in den ausgewahlten Schreibverstar- 

^ ker 6 iibernommen wird. Der ausgewahlte Schreibverstarker 6 

stellt die zu schreibenden Daten dann auf einem Master-Daten- 
leitungspaar 13 zur Verfugung. Von dem Master-Datenleitungs- 

15 paar 13 wird das Datum uber die Schalteinrichtung 8 an das 
angeschlossene Bitleitungspaar 3 mit den Bitleitungen 3a, 3b 
angelegt. Die Schalteinrichtung 8 ist ebenfalls uber den 
Adressdecodierer 14 angesteuert. 

Im Normalbetrieb der Speicherschaltung wird nur eine Schalt- 
20 einrichtung durchgeschaltet , urn die angeschlossene Bitleitung 
mit dem Schreibverstarker 6 zu verbinden. Der primare Ausle- 
severstarker 5, der sich an jedem Bitleitungspaar 3 befindet, 
wird zum Schreiben der Daten im Wesentlichen nicht genutzt. 

Die erf indungsgemaSe Speicherschaltung ist in einer vergro- 
25 Serten Darstellung in Fig. 2 gezeigt. Die Speicherschaltung 
nach Fig. 2 entspricht im Wesentlichen der in Fig. 1 gezeig- 
ten. Gleiche Bezugszeichen beziehen sich auf gleiche Elemen- 
te. 

In Fig. 2 ist aus Griinden der Ubersichtlichkeit nur ein lin- 
30 ker Teil eines y-Segments eines Speicherzellenf eldes 1 darge- 
stellt, der sich auf der linken Seite des Speicherzellenf el- 
des 1 der Fig. 1 befindet. 
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Jeder Schreibverstarker 6 weist als Ausgang Master- 
Datenleitungspaare 13 auf , auf denen die zu schreibenden Da- 
ten ausgegeben werden. Im in Fig. 2 dargestellten Beispiel 
weist der Schreibverstarker 6 ein oberes und ein unteres Mas- 
5 ter-Datenleitungspaar 13 auf. Auf den Master-Datenleitungs- 
paaren werden die Daten dif f erentiell ubertragen. Das obere 
Master-Daten-leitungspaar 13 ist tiber Segment schalter 12 mit 
einem Datenleitungspaar 9 verbunden, so dass auch auf dem Da- 
tenleitungspaar 9 die zu schreibenden Daten dif f erentiell an- 

10 liegen. Der Segmentschalter 12 wird durch hoherwertige Bits 

der Wortleitungsadresse angesteuert und wahlt im Wesentlichen 
das Speichersegment , auf das zugegriffen werden soil, aus. 

^ Die Ansteuerung der Segmentschalter 12 folgt iiblicherweise 
durch den Wortleitungsdecoder 4 und ist aus Ubersichtlich- 

15 keitsgrunden in der Fig. 2 nicht dargestellt. Das Datenlei- 
tungspaar 9 ist mit den Schalteinrichtungen 8 fur jedes 
Bitleitungspaar verbunden. 

Das untere Master-Datenleitungspaar 13 ist gestrichelt darge- 
stellt und iiber weitere Segmentschalter mit einem oder mehre- 
20 ren weiteren Datenleitungspaaren von weiteren Speicherzellen- 
feldern 1 verbunden. 

Am rechten Rand des Speicherzellenf elds 1 ist eine vergleich- 
|| bare Anordnung vorgesehen, d.h. jedes zweite Bitleitungspaar 

3 ist mit einem primaren Ausleseverstarker auf der rechten 
25 Seite des Speicherzellenf elds 1 verbunden, der schaltbar ttber 
weitere Schaltvorrichtungen mit einem weiteren Datenleitungs- 
paar 9 verbunden ist. Das weitere Datenleitungspaar ist tiber 
weitere Segmentschalter 12 mit dem unteren Masterdatenlei- 
tungspaar 13 verbindbar. 

30 Urn die adressierte Speicherzelle anzusteuern, muss uber eine 
Bitleitungsadresse BA die entsprechende Bitleitung bzw. das 
entsprechende Bitleitungspaar 3 ausgewahlt werden. Dazu ist 
ein Bitleitungsadressdecodierer 14 vorgesehen, der aus Uber- 
sichtlichkeitsgrunden in Figur 2 als ein Block dargestellt 
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ist. Der Bitleitungsadressdecodierer 14 kann jedoch auch 
mehrfach und nahe der jeweiligen Schalteinrichtung 8, die u- 
ber den Bitleitungsadressdecodierer 14 angesteuert wird bzw. 
in der Nahe jedes Schreibverstarkers 6 angeordnet sein. Der 
5 Bitleitungsadressdecodierer 14 generiert abhangig von der an- 
gelegten Bitleitungsadresse BA ein Spaltenauswahlsignal CSL, 
das jeweils mit der auszuwahlenden Schalteinrichtung 8 ver- 
bunden ist, so dass die Schalteinrichtung 8 abhangig von dem 
Spaltenauswahlsignal geschaltet werden kann. Die Auswahllei- 
10 tung 11 erstreckt sich ublicherweise uber mehrere Speicher- 
zellenf elder 1, ist jedoch aus Ubersichtlichkeitsgriinden nur 
als Verbindung zwischen den Bitleitungsadressdecodierer 10 
und der Schalteinrichtung 8 dargestellt. 

Der Schreibverstarker 6 wird ebenfalls uber den Bitleitung- 
15 sadressdecodierer 14 durch die Bitleitungsadresse BA ausge- 
wahlt. Vorzugsweise wird die Bitleitungsadresse BA in einen 
hoherwertigen Teil und einen niederwertigen Teil unterschie- 
den. Wahrend die Spaltenauswahlleitung 11 mit dem hoherwerti- 
gen und dem niederwertigen Teil der Bitleitungsadresse BA 
20 ausgewahlt werden, werden Schreibverstarker 6 nur mit Hilfe 
des hoherwertigen Teils der Bitleitungsadressen BA zum 
Schreiben von Daten ausgewahlt. Wird der Bitleitungsadressde- 
codierer 14 mehrfach nahe den jeweils anzusteuernden Schreib- 
verstarkern 6 angeordnet, so ist eine Decodierschaltung nur 

■j 

25 fur den hoherwertigen Teil der Bitleitungsadressen BA ausrei- 
chend . 

Bei einer herkommlichen Speicherschaltung bestimmt die Bit- 
leitungsadresse BA, welche der Spaltenauswahlleitungen 11 ak- 
tiviert wird. Das aktivierte Spaltenauswahlsignal CSL auf den 

30 Spaltenauswahlleitungen 11 schaltet die sich daran befindli- 
chen Schalteinrichtung 8 durch. Auf diese Weise wird das an 
dem Schreibverstarker 6 anliegende Datum uber den Segment- 
schalter 12, das Datenleitungspaar 9, die adressierte Schalt- 
einrichtung 8 auf das adressierte Bitleitungspaar 3 durchge- 

35 schaltet. 
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Der Bitleitungsadressdecodierer 14 ist so gestaltet, urn ein 
Testmodesignal TM zu empfangen. Ein aktiviertes Testmodesig- 
nal TM bewirkt, dass die Decodierung der hoherwertigen y- 
Adressbits, d.h. des hoherwertigen Teils der Bitleitungsad- 
resse, die fur die Auswahl des y-Segments des Speicherzellen- 
felds verantwortlich ist, maskiert, d.h. ausgesetzt wird. Da* 
bei werden die hoherwertigen y-Adressbits fest auf gultig ge- 
setzt, so dass alle Schreibverstarker 6 jedes Segments bei 
einem aktivierten Testmodesignal TM ausgewahlt werden. Die 
unteren Bitleitungsadressbits wahlen die Spaltenauswahllei- 
tung 11 aus, die angibt, welche der Schalteinrichtungen 8 
durchgeschaltet werden soli. 

Liegt ein Datum an den Datenleitungen 7 an, werden diese 
durch den Schreibverstarker 6 verstarkt und auf das Master- 
Datenleitungspaar 13 ausgegeben. Uber die Segment schalter 12 
und die Schaltvorrichtungen 8 wird das Datum an das adres- 
sierte Bitleitungspaar 3 angelegt. Da der geringerwertige 
Teil der Bitleitungsadresse BA nicht maskiert wird, wird in 
jedem y-Segment des Speicherzellenf eldes 1 eine der Schalt- 
einrichtungen 8 ausgewahlt, so dass in alien y-Segmenten pa- 
rallel auf eine aktivierte Bit lei tung 3 geschrieben wird. 

Die erf indungsgemaSe Schaltung kann so vorgesehen sein, damit 
beim Testen der integrierten Speicherschaltung Testdaten pa- 
rallel in die Speicherzellen des Speicherzellenf elds ge- 
schrieben werden konnen. Die zuvor dargestellte Schaltung hat 
den Vorteil, dass lediglich der Bitleitungsadressdecodierer 
14 geandert werden muss, urn das gleichzeitige Beschreiben der 
Speicherzellen zu ermoglichen. Der zusatzliche Schaltungsauf - 
wand ist auch dann gering, wenn ans telle eines einzelnen Bit- 
leitungsadressdecodierers 14 mehrere Bitleitungsadressdeco- 
dierer 14 nahe den jeweiligen Schalteinrichtungen 8 bzw. 
Schreibverstarker 6 vorgesehen sind. 

Das Maskieren, d.h. Blockieren des Auswahlens der y-Segmente 
durch die hoherwertigen Teile der Bitleitungsadressbits kann 
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modifiziert werden, indem nur ein Teil der y-Segmente akti- 
viert werden. Dies ist dann sinnvoll, wenn das gleichzeitige 
Schreiben eine zu groSe Belastung der Spannungsnetze im Inne- 
ren der integrierten Speicherschaltung verursachen wiirde. Aus 
diesem Grund kann vorgesehen sein, dass mehrere Testmode- 
Leitungen den Bitleitungsadressdecodierern 14 zugefuhrt wer- 
den, wobei der beschriebene Testmode zum gleichzeitigen 
Schreiben von Daten mit einer Anzahl von Bitleitungsadressde- 
codierern 14 durchgefiihrt wird, bei der die Spannungsversor- 
gungsnetze innerhalb der integrierten Schaltung gerade nicht 
tiberlasten. 

Der Bitleitungsadressdecodierer 14 kann abhangig von dem 
Testmodesignal TM oder abhangig von weiteren Testmodesignalen 
auch vorsehen, mehr als eine der Spaltenauswahlleitungen 11 
pro y-Segment zu aktivieren, so dass das Datenleitungspaar 9 
gleichzeitig mit mehr als einem Bitleitungspaar 3 verbunden 
wird. 
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Patentanspruche 

1. Speicherschaltung mit einem Speicherzellenf eld (1), 
wobei Speicherzellen im Speicherzellenf eld uber Wortleitungen 
(2) und Bitleitungen (3) adressierbar und tiber Schreibver- 
starker (6) beschreibbar sind, 

wobei jeder der Schreibverstarker (6) mehreren Bitleitungen 
(3a, 3b) zugeordnet ist, 

wobei ein Datum gemaS einer Schreibadresse in eine Speicher- 
zelle iiber die adressierte Bitleitung (3a, 3b) mit Hilfe des 
zugeordneten Schreibverstarkers (6) schreibbar ist, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Adressdecodierschaltung (14) vorgesehen ist, urn zum 
Schreiben eines Testdatums mehrere der Schreibverstarker (6) 
abhangig von einem Testmodesignal (TM) gleichzeitig zu akti- 
vieren, so dass die mehreren Schreibverstarker (6) das anlie- 
gende Testdatum uber die jeweils zugeordnete Bitleitungen 
(3a, 3b) schreiben, 

2. Speicherschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass jeder der Schreibverstarker uber eine Schaltein- 
richtung (8) mit den zugeordneten Bitleitungen (3a, 3b) ver- 
bindbar ist, um das Datum an den aktivierten Schreibverstar- 
kern (6) uber die durch die Schreibadresse adressierte Bit- 
leitung (3a, 3b) in die adressierte Speicherzelle zu schrei- 
ben. 

3. Speicherschaltung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Adressdecodierschaltung (14) jeweils so gestal- 
tet ist, um abhangig von dem Testmodesignal den Schreibver- 
starker (6) gleichzeitig mit mehreren zugeordneten Bitleitun- 
gen (3a, 3b) zu verbinden. 

4. Verfahren zum Schreiben von Daten in eine Speicherschal- 
tung, 

wobei Speicherzellen im Speicherzellenf eld (1) iiber Wortlei- 
tungen (2) und Bitleitungen (3a, 3b) adressierbar und iiber 
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Schreibverstarker (6) beschreibbar sind, 

wobei jeder der Schreibverstarker (6) mehreren Bitleitungen 
(3a, 3b) zugeordnet ist, 

wobei ein Datum gemaS einer Schreibadresse in eine Speicher- 
zelle liber die adressierte Bitleitung mit Hilfe des zugeord- 
neten Schreibverstarkers (6) schreibbar ist, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zum Schreiben eines Testdatums mehrere der Schreibver- 
starker (6) abhangig von einem Testmodesignal (TM) gleichzei- 
tig aktiviert werden, so dass die mehreren Schreibverstarker 
(6) das anliegende Testdatum uber die jeweils zugeordnete 
Bitleitungen (3a, 3b) schreiben. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet , dass 
die Schreibverstarker (6) gleichzeitig jeweils mit mehreren 
der zugeordneten Bitleitungen (3a, 3b) zum Schreiben des 
Testdatums verbunden werden. 



4 
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Zusammenf as sung 

Speicherschaltung mit einem Testmodus zum Schreiben von Test- 
da ten 

5 

Die Erfindung betrif ft eine Speicherschaltung mit einem Spei- 
cherzellenf eld (1) , wobei Speicherzellen im Speicherzellen- 
feld tiber Wortleitungen (2) und Bitleitungen (3) adressierbar 
und tiber Schreibver- starker (6) beschreibbar sind, wobei je- 

10 der der Schreibverstarker (6) mehreren Bitleitungen (3a, 3b) 
zugeordnet ist, wobei ein Datum gemaS einer Schreibadresse in 
eine Speicher-zelle liber die adressierte Bitleitung (3a, 3b) 
^ mit Hilfe des zugeordneten Schreibverstarkers (6) schreibbar 
ist, wobei eine Adressdecodierschaltung (10) vorgesehen ist, 

15 um zum Schreiben eines Testdatums mehrere der Schreibverstar- 
ker (6) abhangig von einem Testmodesignal (TM) gleichzeitig 
zu aktivieren, so dass die mehreren Schreibverstarker (6) das 
anliegende Testdatum tiber die jeweils zugeordnete Bitleitun- 
gen (3a, 3b) schreiben. 

20 



Figur 2 
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Bezugszeichenliste 



1 Speicherzellenf eld 

2 Wortleitung 

3 Bitleitungspaar 
3a, 3b Bitleitungen 

4 Wort lei tungsadressdecoder 

5 primarer Ausleseverstarker 

6 Schreibver starker 

7 Datenausgangsleitungspaar 

8 Schalteinrichtung 

9 Datenleitungspaar 

11 Spa 1 1 enau s wahl lei t ung 

12 Segment schalter 

13 Masterdatenleitungspaar 

14 Bit lei tungsadressdecoder 

15 Testmodeleitung 



f 



2 




■ ■ ■ 



L3_ 



1 



(0 




I- 







